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氏名三上英則

近年､温暖化等による地球環境間題を解決するため､電力の高効率利用によるｴﾈﾙｷﾞ

-の節減が重要になってきている｡そのため､電力変換ｺﾝﾄﾛ-ﾙ用の"ﾊﾟﾜ-ｴﾚｸ

ﾄﾛﾆｸｽ"ﾃﾞﾊﾞｲｽの開発が急務である｡現用のｼﾘｺﾝﾃﾞﾊﾞｲｽは､物性値から示さ

れる理論限界に到達しつつあり､大幅な特性向上は望めない｡そこで､優れた物性値を有

するｼﾘｺﾝｶ-ﾊﾞｲﾄﾞ(SiC)を用いたﾃﾞﾊﾞｲｽが注目されている｡

本研究では､新規半導体材料であるSiCを用いたﾃﾞﾊﾞｲｽを形成するため､光電気化学

ﾌﾟﾛｾｽならびにﾄﾞﾗｲﾌﾟﾛｾｽによるSiCのｴﾂﾁﾝｸﾞにおける物理を解明し､ﾌﾟﾛｾ

ｽ技術の確立を目指した｡ SiCは､ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞに次ぐ非常に硬い材料であり､ｴﾂﾁﾝ

ｸﾞによる微細加工が難しい｡また､ siC基板には､多数の欠陥や研磨傷が残留しており､

ｴﾋﾟ成長前の処理やﾃﾞﾊﾞｲｽ作製時の集積化･素子分離にむけた微細加工技術が必須であ

る｡

光電気化学ﾌﾟﾛｾｽでは､電解液と半導体間でｼｮｯﾄｷ-接合を形成し､紫外光を照

射しながら､室温でｴﾂﾁﾝｸﾞを行った｡ｴﾂﾁﾝｸﾞ速度18nm/minを得るとともに､表面

の原子ﾚべﾙでの平坦化に成功した｡ｴﾂﾁﾝｸﾞ機構を解明し､電解液のpH値がｷ-ﾎﾟｲ

ﾝﾄであることを明らかにした｡さらに､ SiCｴﾋﾟﾀｷｼﾔﾙ層の結晶欠陥の評価にも有

用であることを示した｡鍵来､欠陥評価として､溶融水酸化ｶﾘｳﾑで400℃以上もの高

温が必要で危険であったが､この方法を用いれば､室温でしかも容易なﾌﾟﾛｾｽとして欠
陥の評価が可能ある｡

容量⊥誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏを用いたﾄﾞﾗｲｴﾂﾁﾝｸﾞの開発を行った｡ﾃﾞﾊﾞｲｽ構造の作製

には､低ﾀﾞﾒ-ｼﾞ･表面平坦化を可能とするｴﾂﾁﾝｸﾞ技術が必要不可欠であるが､ｴﾂ

ﾁﾝｸﾞ表面のﾌｯ素系膜の残留が大きな問題となっている｡表面に残留するﾌｯ化物の抑

制に焦点をしぼった｡ｴﾂﾁﾝｸﾞｶﾞｽに水素､酸素を添加してｴﾂﾁﾝｸﾞを行い､表面ﾌ

ﾂ素濃度の抑制と､表面ﾗﾌﾈｽ低減を実現した｡このｴﾂﾁﾝｸﾞ技術を利用して､ﾄﾚ

ﾝﾁ構造を有するⅧOS電界効果型ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀを試作し､酸化膜/ｼﾘｺﾝｶ-ﾊﾞｲﾄﾞ界

面の電子物性の解析を行った｡




